
 Тенденции развития физики конденсированных сред-2024 

Секция «Нетрадиционные источники энергии и их использование» 
 

269 

15. Rakhmatov, G., & Kayumov, A. M. (2024, March). Analysis of process intensity and quality 

indicators of cotton drying using infrared radiation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 

1). AIP Publishing.  

16. Kayumov, A. M., & Rakhmatov, G. (2024, March). Technology of cotton layer leveling in 

the infrared drying device. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.  

17. G.Rakhmatov “Theoretical basis for ensuring a cotton layer on a conveyor belt” 

International scientific journal science and innovation special issue april, 2024 | issn: 2181-3337 | 

scientists.uz. https://doi.org/10.5281/zenodo.10933105 

18. Kayumov, A. M., Eshmatov, B., & Rakhmatov, G. (2024). Analysis of changes in cotton 

moisture under the influence of infrared (IR) radiation. In BIO Web of Conferences (Vol. 93, p. 

02013). EDP Sciences. 

19.  Рахмонбердиевич, Р. Ғ. (2023, November). ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИНГ ФИЗИК-

КИМЁВИЙ МОҲИЯТИ. In Fergana state university conference (pp. 118-118). 

20.  Рахматов, Г. Р. (2023, November). АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХЛОПКА 

ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ. In Fergana state university conference (pp. 112-112). 

 

BIR MODDANING BOSHQA MODDA TARKIBIDAGI MIQDORINI 

ANIQLASH 

Onarkulov Karimberdi Egamberdievich, Yuldashev Abror Abduvositovich  

Farg’ona davlat universiteti 

abror.yuldashev1970@gmail.com  

Tel: 93.044-99-90 

 

Annotatsiya: Bir moddaning tarkibidagi boshqa moddalar miqdorini  aniqlash, 

neftni qayta ishlash, kimyo, oziq-ovqat va to‘qqimachilik sanoatida dolzarb 

hisoblanadi. Maqolada dir moddaning tarkibidagi boshqa moddalar miqdorini  

aniqlashning optoelektron usuli taklif qilingan. Qurilma o‘zgaruvchan tok impuls 

generatori, o‘zgaruvchan qarshilik, fotoelektrik signalni qayta ishlash bloki, qarama-

qarshi yo‘nalishiga parallel ravishda ulangan yorug‘lik diodlar yordamida ishlaydi. 

Kalit so‘zlar: O‘zgaruvchan tok, impuls, qarshilik, fotoelektrik, to‘lqin 

uzunligi, yorug‘lik diodi, kyuveta. 

Bir moddaning boshqa modda tarkibidagi miqdorini aniqlash uchun moslama 

ma’lum to‘lqin uzunligidagi yorug‘lik diodi va etalon to‘lqin uzunligiga ega bo‘lgan 

yorug‘lik diodini o‘z ichiga olgan, ular orasiga tahlil qilinadigan modda joylashgan 

kyuvetaga optik ravishda ulangan (1-rasm). Qurilma mos ma’lum to‘lqin uzunligiga 
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ega bo‘lgan yorug‘lik diodi (1) va etalon to‘lqin uzunligiga ega bo‘lgan yorug‘lik 

diodi (2), ular orasida tahlil qilinadigan modda joylashtirilgan kyuveta (3), 

o‘zgaruvchan tok impuls generatori (4), o‘zgaruvchan qarshilik (5), fotoelektrik 

signalni qayta ishlash blogi (6) dan iborat. O‘zgaruvchan tok impuls generatori, 

o‘zgaruvchan qarshilik, fotoelektrik signalni qayta ishlash bloki, yorug‘lik diodlar 

qarama-qarshi yo‘nalishda parallel ravishda ulanadi, yorug‘lik diodlarning birinchi 

qarama-qarshi chiqishlari o‘zgaruvchan tok impuls generatorining birinchi chiqishiga 

ulanadi, yorug‘lik diodlarning ikkinchi qarama-qarshi uchlari mos ravishda 

o‘zgaruvchan qarshilikning uchlariga ulanadi, ularning o‘rta uchi umumiy shinaga 

ulanadi va fotoelektrik signalni qayta ishlash blokining alohida kirishlari mos 

ravishda o‘zgaruvchan qarshilikning uchlari va o‘zgaruvchan tok impuls 

generatorining ikkinchi chiqishiga ulanadi. 

Qurilma quyidagicha ishlaydi: O‘zgaruvchan tok impuls generatori (4) 

o‘zgaruvchan tok impulslarining davriy ketma-ketligini hosil qiladi. Hosil bo‘lgan 

oqim, masalan, impulsning musbat yarim sikli, yorug‘lik diodi (2) ni yoqadi, oqim u 

orqali va o‘zgaruvchan qarshilik (5) ning pastki va o‘rta uchlari orqali o‘tadi. Ushbu 

oqim ma’lum to‘lqin uzunligidagi nurlar  chiqaradigan yorug‘lik diodi (2) ning 

nurlanishiga olib keladi. Bu nurlanish kyuveta (3) da tahlil qilinuvchi moddadan 

o‘tadi va yorug‘lik diodi (1) ning fotosezgir yuzasiga tushadi, uning katodiga musbat 

kuchlanish qo‘llaniladi va musbat yarim sikl davomida fotodiod vazifasini bajaradi. 

Kyuveta orqali o‘tgan yorug‘lik oqimi fotoelektrik signalga aylanadi, u umumiy 

shinaga ulangan o‘rta uchga nisbatan o‘zgaruvchan qarshilik (5) ning yuqori uchidan 

olinadi. Ushbu signal fotoelektrik signalni qayta ishlash blokining kirishiga beriladi, 

uning ikkinchi kirishi hozirgi vaqtda o‘zgaruvchan tok impuls generatori (1) 

chiqishidan keladigan signal bilan bloklanadi. 

Teskari yarim siklning ta’siri ostidagi oqim etalon to‘lqin uzunligida 

chiqaradigan yorug‘lik diodi (1) va o‘zgaruvchan qarshilik uchlari orqali o‘tadi. 

Yorug‘lik diod (1) ning nurlanishi kyuvetadan (3) o‘tadi va yorug‘lik diodi (2) ning 

nurga sezgir yuzasiga tushadi, uning anodiga salbiy kuchlanish ulanadi. Teskari 
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yarim siklning ta’siri ostida yorug‘lik diod (2) fotodiod rejimida ishlaydi. 

O‘zgaruvchan qarshilik (5) ning boshqa chiqishidan teskari signal fotoelektrik 

signalni qayta ishlash blokining kirishiga beriladi. Shu nuqtada birinchi kirish 

o‘zgaruvchan tok impuls generatorining chiqishidan kelgan signal bilan bloklanadi. 

Fotoelektrik signalni qayta ishlash blokida  ma’lum va etalon yorug‘lik diodlarining 

oqimlaridan signallarning bo‘linishi ta’minlanadi. 

O‘lchovda yorug‘lik diodlaridan birining to‘lqin uzunligi bitta moddaning 

yutilish sohasida yotadi, masalan, ikki komponentli muhit, ikkinchi yorug‘lik 

diodining to‘lqin uzunligi, yutilish sohasidan tashqarida yotadi va kompensatsiya 

qilish uchun xizmat qiladi.  

 

1 - rasm. Bir moddaning boshqa modda tarkibidagi miqdorini aniqlash 

uchun qurilma blok sxemasi. 

O‘rganiladigan material (obekt) nurlanish oqimlari quyidagi munosabatlar 

bilan aniqlanadi: 

1

1 1 2

1 01

2 02

к в

к в к а

Ф Ф e

Ф Ф e e







       (1) 

bu yerda , 01Ф , 02Ф   mos ravishda birinchi ma’lum va ikkinchi etalon yorug‘lik 

diodlaridan dastlabki oqimlar; a - bitta modda, masalan, namlik miqdori; v - ikkinchi 

modda, masalan, material, namlik aniqlanadigan moddaga qarab massa 
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koeffitsientlari; k1, k2- o‘rganiladigan ob’ektning sochilish xususiyatlari va yorug‘lik 

diodi nurlanishining to‘lqin uzunligi. 

Agar bu oqimlar fotodetektor yordamida elektr signallariga aylantirilsa 

(bizning holatda, yorug‘lik diodlarning har biri navbatma-navbat, quvvat 

impulslarining yo‘nalishiga qarab, fotodetektor rejimida yoki yorug‘lik diodi rejimida 

ishlaydi), kuchlanishlar uchun  

1 2

1 01

2 02

кв

к в к в

U АФ e

U ВФ е е 




      (2) ni 

olamiz. Bu yerda A va V - fotodetektor rejimida ishlaydigan yorug‘lik diodlarining 

yorug‘lik oqimini elektr signaliga aylantirish koeffitsientlari.  

Agar fotodetektor rejimida ishlaydigan yorug‘lik diodlarining yorug‘lik 

oqimini elektr signaliga aylantirish koeffitsientlariga ko‘ra nurlanish oqimlarining 

boshlang‘ich qiymatlarining tengligini o‘rnatadigan bo‘lsak, yorug‘lik diodlar orqali 

o‘tadigan oqimlarni o‘zgartirish va fotoelektrik signalni qayta ishlash blokidagi 

ma’lum va etalon oqimlarining signallarining nisbatlarini amalga oshirishni 

ta’minlash oson. 

1 2
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      (3) 

Qiymatni logarifmlab,  

1 2 2ln lnU U k a   yoki  2U k a  (3)  olamiz. 

U o‘rganiladigan parametrning (birinchi moddaning) boshqa bir moddadagi 

qiymatiga mutanosib signal. Generator tipidagi foto qabul qilgich asosida yuqori 

aniqlikli bir moddaning boshqa modda tarkibidagi miqdorini aniqlash uchun qurilma 

va yarim shaffof suyuqliklarning rang analizatori yaratildi. 
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Annotatsiya: Xalkogenid materiallarda o‘ta yuqori qarshilikli bir jinsli 

bo‘lmagan namunalarni vakuumda bug‘latish usuli orqali olingan. Kristallchalarning 

chiziqli o‘lchamlarining o‘rtacha qiymati, kadmiy xalkogenid yupqa pardalariga 

temperaturaviy ishlov berish sharoitiga ham bog‘liq.  
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